INGENIERIA ELECTRONICA

Dispositivos Electronicos Curso 1994-1995

1 - Diodo de union y Schottky.

Introduccién a la fisica de semiconductores. Metal, aislante, smc - Concepto
de hueco - scm intrinseco y extrinseco - pn = n? - Transposte: movilidad y
coef. de difusion - Rel. de Einstein - Alta y baja inyeccién.

Union PN en equilibrio
Descripciéon de unién - Vy - Relaciones de Boltznan
RCE y capacidad de deplexion.

Unién PN fuera de equilibrio
RCE y capacidad de deplexion - Caracteristicas tensién corriente -
Capacidad de difusion Modelo ideal.

Modelos de diodo PN

Limitaciones al modelo ideal: GR en RCE, alta inyeccién, Rs, Breakdown -
Modelos para CAD: Modelo idela (fisica), modelo eléctrico, modelo CAD, -
Pbmos de convergencia: GMIN (filosofia general) - Modelo gran sehal:
capacidades de transicién y difusién - Modelo pequenio senal.

Diodo Shottky
Caracteristicas fisicas y tecnolégicas cualitativas - Modelo de diodo

Schottky.

Dependencia de los parametros con la temperatura y la superficie.

Adquisicién de parametros.

Dispositivos MOS

Capacidad MOS, Descripcién y Regimenes de funcionamiento (andlisis
cualitativo, concepto de tension de banda plana).

Transistor MOS. Descripcién y caracteristica I-V (Modelo de control de
carga, Fuerte inversion, tensién umbral-canal P y N, efecto sustrato, zona
lineal y zona de saturacion).

Modelo de MOSFET simple para gran seial (Comportamiento dindamico).
Efectos de 2° érden (Variaciéon de movilidad, resistencia de salida, débil
inversion, efecto de canal corto). (Descripciones cualitativas. Las
cuantitativas en el punto siguiente).

Modelos de MOSFET para SPICE (nivel 1, 2, 3) - Modelo BSIM - Adquisicién
de parametros.



Transistor Bipolar
Accién transistor (comportamiento cualitativo).
Ganancia (Eficacia de inyeccion, factor de transporte).

Modos de operacién (directa, inversa, corte saturacién). Modelo EM estatico
ideal. Topologia para SPICE.

Efectos de segundo érden (Resistencias éhmicas, efecto Early) y modelo.

EM para gran seiial (con capacidades de transicién y difusién, frecuencia de
corte).

Modelo de pequeiia sefial. Modelo de Giacoletto.

Modelo de Gummel-Poon de gran seiial. Ley beta(l_.), concepto cualitativo de
Q;. efecto de corriente en Ry -.Parametros de GP.

Adquisicién de parametros.

JFET y MESFET
Estructura y funcionamiento del JFET.
Modelo SPICE gran senal y pequeiia senal

Anadlisis comparativo elemental del BJT, JFET y MOSFET. Introduccién
al MESFET (Justificacién, ventajas e inconvenientes).

Estructura MESFET-Modelo.



PRACTICAS DE LABORATORIO

Rdquisicién de parametros de modelos CAD de dispositivos.

a) ARdquisicién real con tarjeta de adquisicion de medidas.Extracciéon
de parametros.
b) Manejo del trazador de caracteristicas
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